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DHBW-MaEp   ELMI   Klausur 2018/12   R.Bayer   MUSTERLÖSUNG r1.2.0

  

 
 

1 Leistung: Derating, Kühlung 22

  

 

Lsg-Abb. 
1.1 

a) aus Afg-Abb. 1.1: 
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4

b) – ϑKnick sinkt ebenfalls um 20 K (auf 5°C; die Temperaturdifferenz

∆ϑ bleibt jedoch konstant 125 K; dies entspricht einer Parallel-

verschiebung des Geradenabschnitts, der das Derating darstellt 

und durch das Intervall [ϑKnick; ϑJmax bzw. ϑJzul] definiert ist) 

– Die Wärmewiderstände ändern sich nicht 
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– weiter auf dem nächsten Blatt – 
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1 Leistungs-Derating, Kühlung (fortgesetzt) 
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d) 

 Lsg-Abb. 1.2 
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abgelesen aus Afg-Abb. 1.1:  mm1001 =l  

4

f) abgelesen aus Afg-Abb. 1.3: 4,0=a  
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2 Z-Diode 22

  

 

Lsg-Abb. 2.1 

a) aus Afg-Abb. 2.1: )V2,7(mA5 0ZTestZ, === ZUUI  2

b) V1000Z|Z === UU I ;   mA40
250
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s. Lsg-Abb. 3.1: )mA27|V2,3(AP =  

6

c) 

 

Lsg-Abb. 2.2 4

 
 
 
 

– weiter auf dem nächsten Blatt – 
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2 Z-Diode (fortgesetzt) 
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3 BJT als Schalter 24

  

 Lsg-Abb. 3 

a) Basis-Emitter-Ableitwiderstand RBE, s. Lsg-Abb. 4. 2

b) UCEsat vernachlässigt  →  0CEsat =U  

– Last (T1 leitet) 

 Relais REL: 12 V / 3,3 W  →  

mA275V12/W3,3/ RELRELCL ==== UPII  

 aus Afg-Tab. 3 mit T1 = …–25 (Current Group) u. dem nächst-

gelegenen Wert für IC = 300 mA: 100min =B  

– RBE (T1 sperrt; I1 = 0; ICB0 = IRBE in Lsg-Abb. 3) 

 ICB0: maßgebend ist ϑa,max; aus Afg-Abb. 3.2 liest man ab (Kurve

„Maximum“): nA500maxCB0, =I  

 Si-Transistor: Ω=== k400
nA500

V2,0V2,0
RBE

maxCB0,
max I

 

 Ω= k360RBEE24 ;  

Probe obere Tolerangrenze: Ω<Ω=Ω⋅ k400k387k36005,1  
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3 BJT als Schalter (fortgesetzt) 

  
 – RV (T1 leitet) 

 mA75,2
100

mA275

min

C*
B ===

B

I
I ; 

 mA88,6mA75,25,2*
BB =⋅=⋅= ImI  

 B1B
E24

BEon
RBE µ78,2

k360

V1

RBE
IIIA

U
I ≅→<<=

Ω
==  

 Ω=
−

=
−

= k60,1
mA88,6

V)112(
RV

1

BEonBat

I

UU
  (mit UBat = U1) 
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c) REL: ohmsch-induktive Last  → 

 beim Ausschalten (Gegeninduktionsspannung) 

2

d) – s. Lsg-Abb. 3 

– mA275CLFM === III ;  V12BatRM ==UU  

 (in der Praxis Sicherheitszuschläge) 

– „Einschalten“ von FD: Spannungsüberhöhung V5,2)0(F ≅+u  

 V5,14V)5,212()0()0( FBatCECEmax =+=++≅+= uUuu  

6

e) Wesentliche Verlängerung der Abfallzeit von REL 2

 

 

4 BJT als Kleinsignal-Verstärker 30

  

 

Lsg-Abb. 
4.1 

a) – AP und AGS s. Lsg-Abb. 4.2. 

 Hilfspunkt P1 zum Einzeichnen auf der IC-Achse z.B. aus: 
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– Kollektorwiderstand (Arbeitswiderstand) RC 

 V8APCE,APRC, ==UU  (aus geg. AP) 

 Ω=== 160
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I
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APC,
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– weiter auf dem nächsten Blatt – 
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4 BJT als Kleinsignal-Verstärker (fortgesetzt 1) 

  
  oder mit RCE (statischer Ausgangswid. Transistor): 

 Ω=== 160
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U
R  

 wg. URC,AP = UCE,AP ist Ω== 160RC CER  

 – Emitterwiderstand RE 
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b) – AGD s. Lsg-Abb. 4.1 

 Ω=ΩΩ== 120470||160RL||RCDR  

 mS33,8120/1/1 DAGD −=Ω−=−= Rm  

 AGD geht durch AP mit mAGD, ist also eindeutig bestimmt. 

 Hilfspunkt P2 zum Einz. auf der UCE-Achse z.B.analog zu P1: 
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4 BJT als Kleinsignal-Verstärker (fortgesetzt 2) 

  
 – Aussteuerbereich U2eff,max 

 abgelesen aus Lsg-Abb. 4.2 mit V1CEsat ≅U : 

 V6)(;7)( CECE =∆=∆ puVnu  

 maßgeblich i.d. kleinere Wert: V244;V6 max2eff,2 ,UÛ ==  

 Lsg-Abb. 4.2 
 

– weiter auf dem nächsten Blatt – 
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4 BJT als Kleinsignal-Verstärker (fortgesetzt 3) 

  
c) – mA2,0APB, =I  s, Lsg-Abb. 4.2 
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d) Polung Kondensatoren s. Lsg-Abb. 4.1 2

e) rCE →  ∞: entfälltCEr  

– °−=−= 180ˆπ)(ωϕ  

– Ω==≅ 130
µA200

mV26T
BE

B,API

U
r   

 

27739,1200
130

k1||220
200

RL||RC
|)j(|

u

BE
u

=⋅=
Ω

ΩΩ
⋅=

⋅==

v

r
Fv βω

 

 dB8,48dB)277lg(20dB)(lg20(dB) uu =⋅=⋅= vv  

6

 

 

5 OP-Schaltung 20

  

 

Lsg-Abb. 
5.1 

a) Invertierender u/u-Verstärker 2

b) Lsg-Abb. 5.1: umgezeichnet mit ud = 0; OP entfernt 
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5 OP-Schaltung (fortgesetzt) 

  
c) 

 

Lsg-Abb. 
5.2 

5
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d) 

 

Lsg-Abb. 
5.3 
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